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(57)【要約】
【課題】外部接続パッドに無電解めっき法によるめっき
金属層が良好に被着されているとともに、半導体素子接
続パッドに半田が直接溶着された配線基板の製造方法を
提供すること。
【解決手段】絶縁基板１上面の半導体素子接続パッド２
の中央部をソルダーレジスト用樹脂層４の薄膜４ｂで覆
ったままの状態で、絶縁基板１下面の外部接続パッド２
の露出した中央部に無電解めっき法によりめっき金属層
６を被着させ、次に絶縁基板１上面側のソルダーレジス
ト用樹脂層４の薄膜４ｂを除去して半導体素子接続パッ
ド２の中央部を露出させ、最後に露出した半導体素子接
続パッド２の中央部に半田７を溶着させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板の上面に半導体素子の電極が接続される半導体素子接続パッドを形成するとと
もに該絶縁基板の下面に外部電気回路基板に接続される外部接続パッドを形成する工程と
、
　感光性を有するソルダーレジスト用樹脂層を、前記絶縁基板の上面および下面に前記半
導体素子接続パッドおよび前記外部接続パッドを覆うように被着させる工程と、
　感光性を有する前記ソルダーレジスト用樹脂層を、該ソルダーレジスト用樹脂層におけ
る前記半導体素子接続パッドの中央部に対応する部位と前記外部接続パッドの中央部に対
応する部位とが選択的に未露光部として残り、該未露光部以外の部位が感光されるように
露光する工程と、
　露光された前記ソルダーレジスト用樹脂層を、前記感光された部位がそのままで残ると
ともに前記未露光部の一部が前記感光された部位よりも薄い薄膜となって前記半導体素子
接続パッドの中央部および前記外部接続パッドの中央部を覆って残るように現像した後、
現像されたソルダーレジスト用樹脂層を硬化させる工程と、
　硬化した前記ソルダーレジスト用樹脂層における前記薄膜を絶縁基板の下面側のみ除去
して前記外部接続パッドの中央部を露出させる工程と、
　前記半導体素子接続パッドの中央部を前記薄膜で覆ったままの状態で、前記外部接続パ
ッドの露出した中央部に無電解めっき法によりめっき金属層を被着させる工程と、
　絶縁基板の上面側の前記ソルダーレジスト用樹脂層における前記薄膜を除去して前記半
導体素子接続パッドの中央部を露出させる工程と、
　露出した前記半導体素子接続パッドの中央部に半田を溶着させる工程と、
を行なうことを特徴とする配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子を搭載するために用いられる配線基板の製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体集積回路素子等の半導体素子を搭載するために用いられる配線基板は、例
えばガラス－エポキシ板等から成る絶縁板やエポキシ樹脂等から成る絶縁層が複数層積層
された絶縁基板の内部および表面に銅箔や銅めっき膜等の銅から成る配線導体が配設され
て成る。また絶縁基板の上面中央部には半導体素子の電極が半田バンプを介して電気的に
接続される半導体素子接続パッドが複数形成されており、絶縁基板の下面には外部電気回
路基板の配線導体に半田ボールを介して電気的に接続される外部接続パッドが形成されて
いる。さらに絶縁基板の上下面には各半導体素子接続パッドの中央部および各外部接続パ
ッドの中央部を露出させる開口部を有するソルダーレジスト層が各半導体素子接続パッド
の外周部および各外部接続パッドの外周部を覆うようにして被着されている。またソルダ
ーレジスト層から露出する半導体素子接続パッドおよび外部接続パッドには、ニッケルめ
っき層と金めっき層とを順次被着させたニッケル－金めっき層やニッケルめっき層とパラ
ジウムめっき層と金めっき層とを順次被着させたニッケル－パラジウム－金めっき層等か
ら成るめっき金属層が被着される。さらに半導体素子接続パッドには半導体素子の電極と
接続するための半田バンプが溶着されている。あるいは、半導体素子接続パッドおよび外
部接続パッドにめっき金属層を被着させずに、半導体素子接続パッド上に直接半田バンプ
を溶着させたり、外部接続パッド上に半田層を直接溶着させたりする場合もある。
【０００３】
　そして、半導体素子の電極を半導体素子接続パッドに溶着された半田バンプ上に当接さ
せるとともに、その半田バンプを加熱溶融させることによって半導体素子の電極と半導体
素子接続パッドとが半田バンプを介して電気的に接続され、さらにその半導体素子と配線
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基板との隙間にアンダーフィルと呼ばれる封止樹脂を注入して硬化させることにより半導
体素子が配線基板上に実装される。また、外部接続パッド上に被着されためっき金属層上
または半田層上に半田ボールを載置するとともにその半田ボールを加熱溶融させることに
よって、外部接続パッド上に半田ボールが溶着され、この半田ボールを外部電気回路基板
の配線導体上に接触させた状態で加熱溶融させることによって、配線基板が半田ボールを
介して外部電気回路基板上に実装されることとなる。
【０００４】
　ところで近時、上述したような半導体素子を搭載するための配線基板においては、環境
への配慮から、半導体素子接続パッドに溶着される半田バンプや外部接続パッドに溶着さ
れる半田ボールとして、鉛を含まない錫－銀合金や錫－銀－銅合金等のいわゆる鉛フリー
半田が使用されるようになってきている。ところが、この鉛フリー半田を半導体素子の電
極と半導体素子接続パッドとを接続するための半田バンプに使用した場合、半導体素子の
電極を半導体素子接続パッドに半田バンプを介して接続した後、半導体素子の電極と半導
体素子接続パッドとの間に半導体素子を作動させるための電流が長期間にわたり高い電流
密度で流れると、半田バンプ中にエレクトロマイグレーションによるボイドが発生する場
合がある。半田バンプにエレクトロマイグレーションによるボイドが発生すると、半導体
素子の電極とこれに接続されている半導体素子接続パッドとの間の電気的な抵抗が高くな
ったり、半導体素子の電極とこれに接続されている半導体素子接続パッドとの間が電気的
に断線したりして半導体素子を正常に作動させることができなくなる。このような半田バ
ンプに発生するエレクトロマイグレーションは、銅から成る半導体素子接続パッド上に直
接半田バンプを溶着した場合よりも、ニッケルから成るめっき金属層を介して半田バンプ
を溶着した場合の方が特に顕著に発生する。したがって、銅から成る半導体素子接続パッ
ドに鉛フリー半田から成る半田バンプを溶着する場合、半導体素子接続パッド上に直接半
田バンプを溶着する方が好ましい。
【０００５】
　他方、外部接続パッドには、半田ボールを溶着するための下地としてニッケルめっき層
を含むめっき金属層が被着されている方が好ましい。これは、銅から成る外部接続パッド
上に鉛フリー半田から成る半田を直接溶着すると、配線基板を外部電気回路基板上に実装
した後、両者の間に外部からの衝撃が加えられた場合に、両者の接合部での破断が発生し
やすいものとなるからである。銅から成る外部接続パッドの上にニッケルめっき層を含む
めっき金属層が被着されている場合、このような衝撃に良好に耐えるための耐衝撃性が高
くなる。なお、外部接続パッドは半導体素子接続パッドと比較してその面積が１０～１０
０倍程度大きく、そのため単位面積当たりに流れる電流密度も半導体素子接続パッドの場
合に比較して１０～１００分の１とはるかに小さいものとなるため、外部接続パッドと外
部電気回路基板との間に長期間にわたり電流が流れたとしても、両者を接続する半田ボー
ル中にエレクトロマイグレーションによるボイドが発生する危険性は極めて小さい。した
がって、銅から成る外部接続パッド上に半田を直接溶着する必要は無い。
【０００６】
　ところで、このように半導体素子接続パッドに半田バンプが直接溶着されているととも
に、外部接続パッドにニッケル－パラジウム－金めっき等のめっき金属層が被着された配
線基板を得るには、以下に述べる方法が考えられる。まず、絶縁基板の上面に半導体素子
接続パッドを形成するとともに絶縁基板の下面に外部接続パッドを形成する。次に、絶縁
基板の上下面に、感光性を有するソルダーレジスト用樹脂層を、それぞれ半導体素子接続
パッドおよび外部接続パッドを覆うようにして被着させる。次に、絶縁基板上下面のソル
ダーレジスト用樹脂層に露光および現像処理を施した後、それらを紫外線硬化および熱硬
化させることにより、絶縁基板の上面に半導体素子接続パッドの中央部を露出させる開口
部を有する上面側のソルダーレジスト層を形成するとともに、絶縁基板の下面に外部接続
パッドの中央部を露出させる開口部を有する下面側のソルダーレジスト層を形成する。次
に上面側のソルダーレジスト層の上のみに半導体素子接続パッドを覆うようにしてめっき
レジスト層を積層するとともに、下面側のソルダーレジスト層から露出する外部接続パッ
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ドの表面にめっき金属層を無電解めっき法により被着させる。そして最後に上面側のソル
ダーレジスト層からめっきレジスト層を剥離して除去するとともに、ソルダーレジスト層
から露出する半導体素子接続パッド上に半田バンプを溶着する。
【０００７】
　しかしながら、この方法によると、上面側のソルダーレジスト層の上に半導体素子接続
パッドを覆うようにしてめっきレジスト層を積層するとともに、下面側のソルダーレジス
ト層から露出する外部接続パッドの表面にめっき金属層を無電解めっき法により被着させ
る際に、めっきレジスト層が無電解めっき液に侵されて無電解めっき液中に溶出して無電
解めっき液を分解したり、外部接続パッドの表面に被着されるめっき金属層を良好に被着
できなくしたりする。これは無電解めっき液が強いアルカリ性を示すとともに高い温度で
あり、めっきレジストが被めっき物からの剥離性を確保するためにアルカリ性の剥離液に
対して侵されやすい性質を与えられているためである。したがって、このような方法で半
導体素子接続パッドに半田バンプが直接溶着されているとともに、外部接続パッドにニッ
ケル－パラジウム－金めっき等のめっき金属層が無電解めっき法により被着された配線基
板を得ることは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－１９１１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、絶縁基板の下面に設けた銅から成る外部接続パッドに無電解めっき法
によるめっき金属層が良好に被着されているとともに、絶縁基板の上面に設けた銅から成
る半導体素子接続パッドに半田が直接溶着された配線基板の製造方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の配線基板の製造方法は、絶縁基板の上面に半導体素子の電極が接続される半導
体素子接続パッドを形成するとともに該絶縁基板の下面に外部電気回路基板に接続される
外部接続パッドを形成する工程と、
　感光性を有するソルダーレジスト用樹脂層を、前記絶縁基板の上面および下面に前記半
導体素子接続パッドおよび前記外部接続パッドを覆うように被着させる工程と、
　感光性を有する前記ソルダーレジスト用樹脂層を、該ソルダーレジスト用樹脂層におけ
る前記半導体素子接続パッドの中央部に対応する部位と前記外部接続パッドの中央部に対
応する部位とが選択的に未露光部として残り、該未露光部以外の部位が感光されるように
露光する工程と、
　露光された前記ソルダーレジスト用樹脂層を、前記感光された部位がそのままで残ると
ともに前記未露光部の一部が前記感光された部位よりも薄い薄膜となって前記半導体素子
接続パッドの中央部および前記外部接続パッドの中央部を覆って残るように現像した後、
現像されたソルダーレジスト用樹脂層を硬化させる工程と、
　硬化した前記ソルダーレジスト用樹脂層における前記薄膜を絶縁基板の下面側のみ除去
して前記外部接続パッドの中央部を露出させる工程と、
　前記半導体素子接続パッドの中央部を前記薄膜で覆ったままの状態で、前記外部接続パ
ッドの露出した中央部に無電解めっき法によりめっき金属層を被着させる工程と、
　絶縁基板の上面側の前記ソルダーレジスト用樹脂層における前記薄膜を除去して前記半
導体素子接続パッドの中央部を露出させる工程と、
　露出した前記半導体素子接続パッドの中央部に半田を溶着させる工程と、
を行なうことを特徴とするものである。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の配線基板の製造方法によれば、絶縁基板の上面側に形成した半導体素子接続パ
ッドの中央部をソルダーレジスト用樹脂層の硬化した薄膜で覆ったままの状態で、絶縁基
板の下面側に形成した外部接続パッドの中央部を露出させ、その露出した外部接続パッド
の中央部に無電解めっき法によりめっき金属層を被着させることから、外部接続パッドに
めっき金属層を被着させる際には、半導体素子接続パッドはソルダーレジスト用樹脂層が
硬化した薄膜で覆われているので、外部接続パッドのみに選択的にめっき金属層を被着さ
せることができる。この場合、半導体素子接続パッドの中央部を覆うソルダーレジスト用
樹脂層の薄膜は硬化されて樹脂成分の架橋が進んでいるので、強いアルカリ性を呈する無
電解めっき液中であっても、めっき液中に溶出することはなく、したがって、外部接続パ
ッドに無電解めっき法によりめっき金属層を良好に被着させることができる。また、外部
接続パッドにめっき金属層を被着させた後に、半導体素子接続パッド上のソルダーレジス
ト用樹脂層の薄膜を除去し、露出した半導体素子接続パッドの中央部に半田を溶着させる
ことから、銅から成る半導体素子接続パッド上に半田を直接溶着することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の配線基板の製造方法を説明するための工程毎の要部拡大概略断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明の配線基板の製造方法の実施形態の一例を添付の図１（ａ）～（ｈ）を基
に説明する。まず、図１（ａ）に示すように、絶縁基板１の上面に半導体素子の電極が電
気的に接続される半導体素子接続パッド２を形成するとともに絶縁基板１の下面に外部電
気回路基板の配線導体に電気的に接続される外部接続パッド３を形成する。
【００１４】
　絶縁基板１は、例えばガラス－エポキシ板やエポキシ樹脂から成る複数の絶縁層を積層
して成る平板であり、その内部には銅箔や無電解および電解銅めっき層から成る内部配線
導体（不図示）が形成されている。
【００１５】
　半導体素子接続パッド２および外部接続パッド３は、それぞれ厚みが１０～３０μｍ程
度の銅箔や無電解および電解銅めっき層から成り、従来周知のサブトラクティブ法やセミ
アディティブ法により形成される。なお、半導体素子接続パッド２の大きさは直径が５０
～１００μｍ程度、外部接続パッド３の大きさは直径が３００～１０００μｍ程度である
。
【００１６】
　次に、図１（ｂ）に示すように、感光性を有するソルダーレジスト用樹脂層４，５を、
絶縁基板１の上面および下面に半導体素子接続パッド２および外部接続パッド３を覆うよ
うに被着させる。なお、ソルダーレジスト用樹脂層４，５の厚みは半導体素子接続パッド
２上および外部接続パッド３上で１０～２０μｍ程度の厚みとする。
【００１７】
　次に、図１（ｃ）に示すように、感光性を有するソルダーレジスト用樹脂層４，５を、
ソルダーレジスト用樹脂層４，５における半導体素子接続パッド２の中央部に対応する部
位と外部接続パッドの中央部に対応する部位とが選択的に未露光部４ａ，５ａとして残る
とともに、未露光部４ａ，５ａ以外の部位が感光されるように露光する。なお、露光の際
には、未露光部４ａ，５ａに対応する部分が紫外線を透過せず、それ以外の部分が紫外線
を透過するガラス板からなる露光マスクをソルダーレジスト用樹脂層４，５に対向するよ
うに配置し、そのマスクを透して未露光部４ａ，５ａ以外の部位に紫外線を照射して感光
させる方法が採用される。
【００１８】
　次に、図１（ｄ）に示すように、露光されたソルダーレジスト用樹脂層４，５を、感光
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された部位がそのままで残るとともに未露光部４ａ，５ａの一部が感光された部位よりも
薄い薄膜４ｂ，５ｂとなって半導体素子接続パッド２の中央部および外部接続パッド３の
中央部を覆って残るように現像する。なお、現像には、炭酸ナトリウムを含有するアルカ
リ性の現像液が用いられる。半導体素子接続パッド２の中央部および外部接続パッド３の
中央部を覆って残る薄膜４ｂ，５ｂの厚みは０．５～２．０μｍ程度である。このような
厚みの薄膜４ｂ，５ｂを残すためには、現像の時間を通常より短くしたり、現像液の温度
を通常より下げたり、現像液の濃度を通常よりも下げたりする。これらの操作を単独ある
いは組み合わせて現像を行なうことにより、未露光部４ａ，５ａが完全に除去することな
く半導体素子接続パッド２の中央部および外部接続パッド３の中央部に０．５～２．０μ
ｍの厚みの薄膜４ｂ，５ｂを形成することが可能である。
【００１９】
　次に、現像されたソルダーレジスト用樹脂層４，５を硬化させる。硬化には紫外線硬化
および熱硬化が用いられる。紫外線硬化の場合、ソルダーレジスト用樹脂層４，５の全面
に紫外線を照射する。熱硬化の場合、ソルダーレジスト用樹脂層４，５をその熱硬化温度
より高い温度に加熱する。紫外線硬化の後に熱硬化を行なってもよいし、熱硬化の後に紫
外線硬化を行なってもよい。ソルダーレジスト用樹脂層４，５は、硬化により含有される
樹脂成分の架橋が進み、耐アルカリ性が強いものとなる。
【００２０】
　次に、図１（ｅ）に示すように、硬化した下面側のソルダーレジスト用樹脂層５におけ
る薄膜５ｂを除去して外部接続パッド３の中央部を露出させる。薄膜５ｂの除去には、例
えばウェットブラスト法が用いられる。具体的には、外部接続パッド３の中央部を覆う薄
膜５ｂが消失するまで下面側のソルダーレジスト用樹脂層５の全面にアルミナ等から成る
砥粒を水とともに高圧で吹き付ける方法が採用される。この吹き付けにより、下面側のソ
ルダーレジスト用樹脂層５の表面が薄く削り取られて薄膜５ｂを除去できる。このとき、
上面側のソルダーレジスト用樹脂層４における薄膜４ｂは、半導体素子接続パッド２の中
央部を覆ったままで残しておく。また、薄膜５ｂの除去後には、露出した外部接続パッド
３の表面を過酸化水素および硫酸を含有するエッチング液で薄くエッチングして清浄化す
ることが好ましい。
【００２１】
　次に、図１（ｆ）に示すように、露出した外部接続パッド３の表面に無電解めっき法に
よりめっき金属層６を形成する。めっき金属層６としてはニッケルめっき層と、パラジウ
ムめっき層と、金めっき層とを順次被着させたニッケル－パラジウム－金めっき層が好ま
しい。ニッケルめっき層は、例えば硫酸ニッケルとクエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム
、次亜リン酸ナトリウム、塩化アンモニウム等を含有する無電解ニッケル－リンめっき液
を用いて外部接続パッド３の露出面上にリンを３～１０質量％程度含有する無電解ニッケ
ルめっき層を析出させることにより被着される。無電解ニッケルめっき層の厚みは０．５
～１０μｍの範囲が好ましい。パラジウムめっき層は、例えば塩化テトラアンミンパラジ
ウムとエチレンジアミン、次亜燐酸ナトリウム等を含有する還元型無電解パラジウム－リ
ンめっき液を用いてニッケルめっき層上にリンを２～５質量％含有する還元型無電解パラ
ジウムめっき層を析出させることにより被着される。パラジウムめっき層の厚みは０．０
１～０．２μｍ範囲が好ましく、０．０３～０．１μｍの範囲が特に好ましい。金めっき
層は、例えばシアン化金カリウムと水酸化カリウム、スルホン酸塩、シアン化カリウム、
アミノアルコール等を含有する置換還元型無電解金めっき液を用いてパラジウムめっき層
上に置換還元型無電解金めっき層を析出させることにより被着される。金めっき層の厚み
は０．０１～０．５μｍ範囲が好ましい。なお、めっき金属層６としては、ニッケルめっ
き層と金めっき層とを順次被着させたニッケル－金めっき層を用いても良い。
【００２２】
　このとき、上面側の半導体素子接続パッド２は、ソルダーレジスト用樹脂層４の硬化し
た薄膜４ｂで覆われているので、めっき金属層が半導体素子接続パッドに被着されること
はない。また、めっき金属層６を被着するためのめっき液は、強いアルカリ性を示すもの
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んでいるので、めっき液中に溶出することはなく、したがって、外部接続パッドにめっき
金属層６を良好に被着させることができる。
【００２３】
　次に、図１（ｇ）に示すように、硬化した上面側のソルダーレジスト用樹脂層４におけ
る薄膜４ｂを除去して半導体素子接続パッド２の中央部を露出させる。薄膜４ｂの除去に
は、薄膜５ｂの場合と同様に例えばウェットブラスト法が用いられる。具体的には、半導
体素子接続パッド２の中央部を覆う薄膜４ｂが消失するまで上面側のソルダーレジスト用
樹脂層４の全面にアルミナ等から成る砥粒を水とともに高圧で吹き付ける方法が採用され
る。この吹き付けにより、上面側のソルダーレジスト用樹脂層４の表面が薄く削り取られ
て薄膜４ｂが除去される。なお、薄膜４ｂの除去後には、露出した半導体素子接続パッド
２の表面を過酸化水素および硫酸を含有するエッチング液で薄くエッチングして清浄化す
ることが好ましい。
【００２４】
　最後に、図１（ｈ）に示すように、露出した半導体素子接続パッド２の上に鉛フリー半
田から成る半田バンプ７を直接溶着することによって本発明による配線基板が完成する。
なお、半導体素子接続パッド２に半田バンプ７を溶着するには、半導体素子接続パッド２
上に半田ペーストをスクリーン印刷法により印刷した後、リフローする方法や、半導体素
子接続パッド上に半田ボールを搭載した後、リフローする方法が採用される。
【００２５】
　かくして、本発明の配線基板の製造方法によれば、絶縁基板の下面に設けた銅から成る
外部接続パッドに無電解めっき法によるめっき金属層が良好に被着されているとともに、
絶縁基板の上面に設けた銅から成る半導体素子接続パッドに半田が直接溶着された配線基
板を提供することができる。
【符号の説明】
【００２６】
　１　　絶縁基板
　２　　半導体素子接続パッド
　３　　外部接続パッド
　４，５　　ソルダーレジスト用樹脂層
　４ａ，５ａ　　未露光部
　４ｂ，５ｂ　　薄膜
　６　　めっき金属層
　７　　半田
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